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Low driving-voltage organic transistor with titanium oxide 
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研究概要 近年、有機トランジスタの低駆動電圧化の手法の一つとして、自己組織化単分子膜

（SAM）を表面修飾した酸化アルミを絶縁膜として用いる研究[1],[2]が注目されている。本研究で

は、有機トランジスタの更なる低駆動電圧化を目的とし、高誘電率材料である酸化チタンの表面

を SAMで修飾することで、酸化チタンと SAMのハイブリッド絶縁膜を用いた有機トランジスタ

を作製した。さらに、作製したトランジスタを用いた回路応用として 1 V以下の低電圧で駆動す

る擬 CMOSインバータ回路を作製したので、報告する。 

作製方法 まず、チタン（Ti）を 125 μm厚の PENフィルム基板上に EB蒸着を用いて 50 nm成膜

し、ゲート電極とした。成膜した Tiに対し、陽極酸化法を用いることによって、厚さ約 30 nmの

酸化チタンを成膜した。次に酸素プラズマアッシングを行い、表面を活性化させ、n-オクタデシ

ルホスホン酸（C18-SAM）溶液に浸漬することで、C18-SAM の自己組織化単分子膜を成膜した。

次に、有機半導体層としてジナフトチエノチオフェン（DNTT）を 30 nm 真空蒸着し、最後にソ

ースドレイン電極として Auを 70 nm真空蒸着した。 

結果 図 1 に作製したトランジスタの構造と伝達特性を示す。作製したトランジスタは、駆動電

圧 1.2 Vにおいて移動度 0.6 cm
2
/Vs、オンオフ比 10

4を持つトランジスタ特性を示した。また、図

2に作製した擬 CMOS インバータの回路図と出力特性を示す。作製した擬 CMOSインバータは駆

動電圧 0.5 V においてインバータ特性を示した。 
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Fig 1: Device structure & Transfer curve of transistor Fig 2: Circuit model & Output characteristic of inverter 
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